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Projet ANR PEGADIS (Pendeo-Epitaxy of GAN for DISplays) 2021-2023

Objectif : optimisation de pleds a base de GaN sur substrat SOl par pendeo epitaxy

= CEA-LETI-DPFT = CHREA
= LTM = CEMEF

Top view

GaN on Si : limitations “
Threading I I I I

dislocations

—_———— -

Lattice & CTE
mismatch 1
+ Nuclei
misorientation 2 mis-oriented crystallites on deformable pedestals (tilt + twist)
(Si0, easily deformable at GaN growth temperature)

- No grain boundary defects are generated
Patent CEA/CNRS patent W02019122461



Process technologique
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Patterning des nanopiliers

1 NIL : Equipement Eitre 6 — Obducat
1 UV-NIL thermique

] Résolution 100 nm

Eitre6 - Obducat

1 Objectif : aucun pilier manquant pour optimiser la recroissance
1 Master : lithographie E-beam / Plasma etching / FDTS
(LAAS — réseau Renatech)

] Réseaux de 200x200 uym? a 3x3 pm? pour uleds
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Plasma etching empilement GaN/AIN/SOI

1 ICP DPS chamber — Applied Materials
] Contble interférométrique

] Possibilité de contréler la profondeur Si
gravee dans SiO2 Si02

GaN AIN
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Clyt no CH,no Ar
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Réseaux pour pleds
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Conclusion

] Réseaux de piliers 100 nm par nanoimpression UV/Thermique

) Limitation des défauts tels que piliers manquants par combinaison hard-

PDMS / tricouche

] Process mature pour la réalisation de plLeds
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